Гелиооптрон

Описание проекта изобретения к патенту

Авторы:
Найманбоев Рахмонали, Юлдашев Аброр Абдувоситович, Юлдашев Шоҳжаҳон Аброрович Хомидов Абдуллажон Қамбарали ўғли, Юлдашева Шахризода Аброржон қизи, Юлдашева Нилуфар Одиловна, Орифжонов Хуршидбек Мухиддин ўғли, Юлдашев Шохрух Аброрович.
Проект изобретения относится к области полупроводниковую гелиотехники оптоэлектроники, предназначенным для микроминиатюризации приборов квантовой группы[1].

Предлагаемое устройство предназначено а также для реализации известных способов получения больших электростатических полей, основанных на преобразования энергию солнечного света на электрическую энергию. [Патент Германию № ЕС-01-002678 от 10.02.2020 г., Патент Германии № ЕС-01-002677, от 10.02.2020 г.]. Проект изобретения позволяет получить электрическую полю, используя одновременно световую, тепловую, магнитную и радиационную действие солнечного излучения. Земля от Солнца ежесекундно получает огромное количество энергии в виде света, тепла, энергии различный и полей, радиаций и т. п. Однако в известных устройствах наиболее близким по технической сущности к заявленному устройству [2, 3, 4 ] используются из различных воздействий солнечного излучения только одна действие, например, световой или тепловой в отдельности. В предлагаемом проекте изобретения Гелиооптрон обеспечивается универсальность, функциональность. 
И высокая эффективность использования одновременно всех видов воздействий солнечного излучения.

Для решения поставленной технической задачи предложено оптоэлектронная тонкопленочная конструкция элементов устройства, которая обеспечивает повыщение его надежности, экономия материалов и стабильности работы устройства. Выбрав тонкопленочную технологии изготовления мы обеспечим простоту исполнения гелиооптрона. Использование в качестве корпуса литая эпок сидной смолы Э-6, обеспечим дополнительной защити элементов гелиооптрона от различных внешних воздействий.
Гелиооптрон представляют собой сложный гелиооптоэлектронная система служащий для получения сильных электрический полей на собственные нужды науки, техники и технологии приборов квантовой группы. Кроме того большие электрические поля широко  применяется в микроэлектронике и различных отраслях техники. С применением гелиооптрона в гелиооптроэлектронных системах надежность, автономность и энерго независимость приборов обеспечивается. С этим путем открывается возможность использования (некоторых) приборов квантовых групы в условыях околоземного космоса на спутниках и орбитально космических станциях. В результате микроминиатюризации области применения таких приборов расширяется, оптикоуправляемость и чувствительность приборов улучщается. На Рпс. 1 представлена структурная блок-схема универсального, дистанционно управляемого гелиооптрона. В структурном блок-схеме умело синтезируя объединяется оптоэлектронные и электронные цепи основных фотоэлектрических, фотомагнитный и термоэлектрических блоков устройства. В результате достигается высокая согласованность режимов работы гелиооптрона. С этим путём наблюдается селективность избирательность и высокая чувствительность высоко вольного в блока устройства, это обстоятельность не наблюдается в приборах наиболее близким по техническому сущности к заявляему нами устройству.
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Рис 1. Структурная блок-схема гелиооптрона.
1, 2, 3-оптоэлектронные цепи гелиооптрона.

4, 5, 6-электронные цепи ( электрические контуры ) гелиооптрона.
7, 8- электрические контуры обратной связи.

ВВБ-высоко вольтный блок гелиооптрона.

ФЭБ-фотоэлектрический блок гелиооптрона.
ТЭБ-термоэлектрический блок гелиооптрона.
ФМБ-фотомагнито электрический блок гелиооптрона.
ПСИ-приёмник солнечного излучения 

ЭКС-электронно-коммутирующая система гелиооптрона.

ВРУ-выходное рабочая устройства с диэлектрической нагрузкой
СИ-естественный поток солнечное излучение оптического спектра.

ОБС-обратный связь гелиооптрона между входом устройств и отдельными блоками.
Гелиооптрон работает следующим образом
Малорасходящийся пучок солнечного излучения (СИ) поступает на приёмник СИ (ПСИ). С помощью концентраторных фотоэлектрических модулей [5, 6] получается высококонцентрированное солнечное облучение. С увеличением плотности светового потока выходное напряжение (естественно фототок в блоках) (ФЭБ, ФМБ и ТЭБ) в свою очередь возрастает. В ПСИ блоке а также происходит оптоэлектронный контроль плотности светового потока. Далее концентрированный световой поток большой плотности направляется на электронно-коммутационную систему (ЭКС), бале определяется режим работы гелиооптрона. Если необходимо для работы устройства фото вольтаический  режим, тогда световой поток через оптический канал 1 направляется на фотоэлектрический блок (ФЭБ). Фотоэлектрический блок представляет собой батарею тонко пленочной плоско-параллельной гетеро фотоэлементов (ГФЭ). В батарее ГФЭ происходит фотоэлектрическое преобразование концентрированного солнечного излучение на электрическую т. е на блоке ФЭБ возникает Э.Д.С. Если ЭКС выбирает термоэлектрический режим работы, тогда на блоке ТЭБ возникает термоэлектрический Э.Д.С. Термоэлектрический блок собирается из пленочных термоэлементов. В результате теплового действия СИ на термоэлементах блока ТЭБ генерируется термо Э.Д.С. Фотоэлектрические, фотомагнитные и фото термические блоки гелиооптрона являются специальным микроэлектронным источником электрического питания, устройства. В этих источниках энергии, электрические, энергия вырабатывается с помощью электрических генераторов со световым питанием СИ. Электро движущее силы генераторов возникает со средством фото вольтаических, фотомагнитных и фото термических эффектов, соответственно микроэлектронных, структурах блоков устройства. В оптоэлектронных цепях гелиооптрона 1, 2, 3 основным энергоносителем является фотон квант светового потока СИ. В электрических контурах 4, 5, 6 гелиооптрона энергоносителем системы является электрон (электронные цепи, устройства) токопроводящей часть устройства. Для контроля режим роботи и согласованности действий отдельных частей электро энергетических блоков в устройстве гелиооптрона использовано специальной электрический контур обратной связи (ОС) 7, 8. При необходимости можно осуществить возможность замены электрической ОС с оптоэлектронной. Электро энергетические блоки гелиооптрона получая по оптическому каналу (1, 2, 3) концентрированного светового потока СИ генерируют Э.Д.С. Возникающие при этом токи блоков по средством электронных цепей (электрических контуров) поступают на ВВБ гелиооптрона. Высоко вольная блок устройства представляет собой оптоэлектронной системы содержащий из тонкопленочный элементарных спец оптронов (Рис. 2). (ТПЭСО). 
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Рис. 2. Один из вариантов тонкопленочного элементарного микро спец оптрона

СД-светоизлучающий диод, АФН-автономно работающий, энерго независимый фотоприёмник генераторного типа.

В микро спец оптронах для цепей СД и АФН-приёмника не нужен отдельный внещный источник питания. Для СД ток (напряжение) поступает из электр энергетического блока устройства через соответствующих электрический цепей гелиооптрона. АФН-фотоприёмник является фотоприёмником генераторного типа, при освещение они генерируют высоко вольное напряжение, поэтому внешний источник питания для цепей фотоприёмника нет необходимости. Для работы оптрона необходимо спектральной согласованности СД и АФН-фотоприёмника. Для изготовления АФН-фотоприёмника разрабатываются специальная вакуумная техника и технология. Техника и технология изготовления АФН из каждого полупроводникового материала сильно отличается, друг от друга. АФН можно получить из любого полупроводникового материала имеющую структурной особенности поликристаллического, монокристаллического, сегнетоэлектрического и аморфного строения [6, 7]. Для АФН-структур специи пиген высокоомность, неоднородность, оптико анизатропность и супер многослойность, (СМС). Если полученная структура (тонкая плёнка) недоблюдёт такими свойствами, тогда из этого полупроводникового образца не можем изготавливать АФН-фотоприёмник. В АФН-элементах первичным является формирование фототока. Фототок проходя через высокоомное сопротивление получается аномально-высокое фото напряжение. АФН-элемент неоднородная супер многослойная структура. Каждой элемент СМС структуры является элементарным источником Э.Д.С, эти элементарные Э.Д.С суммируя образуется аномально-высокое напряжение (АФН). Сильно различающих неоднородностях СМС-структуры показатель преломления также различна, по этой причине АФН-структурах наблюдение оптико анизатропносты, естественно.

При оптимальном выборе техника и технологи устройства на ВВБ получается сотни тысячи вольт напряжение. С точки зрения улучшение техники и технологи изготовление полученное вольтовой показатель для  гелиооптрона является не придел.
Формула изобретения

Устройства для получения сильных электрических полей гелиооптрона обладает уникальными свойствами, отличающаяся тем, что (в нет):
1) в качестве источника питания использовано только солнечное излучение,

2)  в электро энергетическом блоке для формирования электрического сигнала (Э.Д.С) использовано световое, фотомагнитное и тепловое действие солнечного излучения (СИ).

3) между блоками и элементами гелиооптрона действует оптоэлектронные  связи обусловленное сочетанием связей электрического и оптического характера, обеспечивающий гальванической развязки между элементами и блоками.

4) для повышение эффективности и надежности выходного блока ВВБ прибора в гелиооптроне использовано аномально фотоэлектрические и фотомагнитные эффекти (АФН).

5) с применением в блоке ВВБ оптрона с прямой оптической связно образуется усиление электрических сигналов и на выходе прибора получается сильные электрические поля напряженностью порядка сотни тысячи вольт.
6)  гелиооптрон по п. 5 является источником сильных высоковольтных электрических полей, работающее на диэлектрическую нагрузку.

7) в гелиооптроне действует оптические и электрические цепа ОС служащие для контроля управлении режимов работы системы электро энергетических блоков.

8) с использованием концентраторных фотоэлектрических, голограммных модулей обеспечивается увеличение плотности светового потока СИ в результате наблюдается рост амплитудное значение напряжение (тока).

9) тонко-пленочная технология изготовления (элементов гелиооптрона) позволяет микро миниатюризации устройства, в результате наблюдается снижение расхода полупроводникового материала, увеличение К.П.Д прибора.

10)  разработанной нами в установке гелиооптроне обеспечено польная энерго независимость и автономность работы устройства.
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